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4.1. Presentation du dispozitif TECJ

« Définition: TEC-J or J-FET (Junction-Field Effect
Transistor)- Famille TEC

- A canal neutre n/p. Dispositif unipolaire.
« A 4 terminaux: S, D, G, Sb. Mais Sb=G.
- Symboles; structures.
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4.1. Presentation du dispozitif TECJ

- Principes de la polarisation.

-« ATEC-J, Sb est li¢ a la porte.

- Jonction porte-canal = Pol. Inverse

« TEC-J a canal n: Vg=0, Vz=V;<0 et V>0
« TEC-J a canal p: Vg=0, Vg=V;>0 et V>0
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4.2. Phénomenes physiques en TEC-J

Pour V>0 petite et |V | croit faible.
Caractéristiques de transfert, I1,-V .

A une valeur, |Vg| le canal neutre disparait. 2> V;
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4.2. Phénomenes physiques en TEC-J

 S1 Vsg=const., V <Vc<0 et Vs augmente >
Caractéristiques de sortie, I,-V.

 S1 V¢ = petite, RSS ~ parallele — régime linéaire.
« S1 Vg augmente, — régime quasi-linéaire.
 S1 Vpe=Vp..i, - €ntrée en saturation.

» Tension de drain de saturation, Vy,;, = VD
laquelle le canal se ferme a cote de la drene.

« Par condition V=V — expression Vp,;:
Vbsat = Vas — V71
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4.2. Phénomenes physiques en TEC-J

 S1 V>V, le transistor passe en régime de
saturation. Le canal est fermé en P, et L (< L.
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4.3. Caractéristiques statiques du TEC-J

- En régime linéaire. Caractéristiques statiques
seront donnés par la loi d'Ohm :

Ip =09ch - Vs
« On montre que:
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4.3. Caractéristiques statiques du TEC-J

Dans le régime de saturation — le modele
parabolique:
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4.3. Caractéristiques statiques du TEC-J

e Curbe ID-VD Curbe ID-VG




4.3. Caractéristiques statiques du TEC-J
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4.4. Régime dynamique du TEC-J

- Les tensions appliquées ont une composante
continue (notation a majuscules) et une composante

variable (notation a minuscules):

Vpbs = Vps

gs
Vis = VDS

V4 - SIN ot

Dans des conditions de basse fréquence i, peuvent suivre les

tensions vgg, Vpg:

Ip =Ip(Vgs: Vps)
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4.4. Régime dynamique du TEC-J

Par la différenciation :

Plus, condition du petit signal: V., V4, < 3KT/q :
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4.4. Régime dynamique du TEC-J

- Relation (*) suggere le circuit équivalent de petit
signal et basse fréquence.
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4.4. Régime dynamique du TEC-J

 Aux hautes fréquences de les signaux v¢(t) et
vps(t) - apparait la capacité de la jonction inverse

polarisée.p’+ n, avec 2 composants: C,, C,4 ~10pF.
La Capacité du canal, C,: 0,1-1pF.
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